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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月5日(2008.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）構造物を作製するための方法であって、
　半導体基板の上に配置される複数のポリＳｉゲートを準備する工程であって、各ポリＳ
ｉゲートは、その上部表面上に配置される誘電体キャップを備える工程、
　前記半導体基板中にシリサイド化ソース／ドレイン領域を形成する工程、
　前記半導体基板上に平坦化誘電体スタックを形成する工程、
　エッチングプロセスを実行して前記誘電体キャップをポリＳｉに対して選択除去し、そ
れによって、各ポリＳｉゲートの上部表面を露出させる工程であって、前記エッチングプ
ロセスは前記ポリＳｉゲートをエッチングせず、これによって、前記エッチングプロセス
によって形成される前記露出されるポリＳｉゲートは実質的に同じ高さを有する工程、お
よび
　各ポリＳｉゲートを金属シリサイドゲートに変換するサリサイドプロセスを実行する工
程
を含み、同じポリＳｉイオン注入条件の場合に、各金属シリサイドゲートは、実質的に同
じ高さを有し、同じシリサイド相で構成され、実質的に同じ仕事関数を有する方法。
【請求項２】
　前記複数のポリＳｉゲートは、ゲート誘電体の上に形成される、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記複数のポリＳｉゲートは、堆積法、リソグラフィー法およびエッチング法によって
形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】



(2) JP 2007-524252 A5 2008.3.27

　前記誘電体キャップはＳｉ３Ｎ４を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のポリＳｉゲートを準備する工程は、前記ポリＳｉゲートの各露出側壁上の少
なくとも一つのスペーサの形成を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも一つのスペーサは、第一のスペーサおよび第二のスペーサを含み、前記
第一のスペーサは、前記第二のスペーサより狭い厚さを有する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　シリサイド化ソース／ドレイン領域を形成する工程は、前記半導体基板の上に金属を堆
積すること、およびサリサイドプロセスを実行することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記金属は、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄまたはそれらの合金を含む、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記金属は、Ｃｏ、ＮｉまたはＰｔである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サリサイドプロセスは、第一のアニール、選択エッチング工程、およびオプション
として第二のアニールを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　金属堆積の前に、前記半導体基板の上にシリコンの層を形成することをさらに含む、請
求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　平坦化誘電体スタックを形成する前記工程は、堆積および平坦化を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１３】
　平坦化誘電体スタックを形成する前記工程は、エッチング停止層を形成すること、中間
層誘電体を形成すること、および前記中間層誘電体を平坦化することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記エッチングプロセスは、反応性イオンエッチング工程を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記サリサイドプロセスは、各ポリＳｉゲートの前記少なくとも露出された上部表面の
上にブランケットシリサイド金属層を堆積すること、第一のアニールを実行して前記ポリ
Ｓｉゲートの全部または一部を消費させること、未反応シリサイド金属を選択エッチング
すること、およびオプションとして第二のアニールを実行することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記シリサイド金属は、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄまたはそれらの合金
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記シリサイド金属は、Ｃｏ、ＮｉまたはＰｔである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第一のアニールは、３５０℃から５５０℃の温度で実行される、請求項１５に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記オプションの第二のアニールは、６００℃から８００℃の温度で実行される、請求
項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　シリサイド接点を有するＣＭＯＳ構造物を形成する方法であって、
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　半導体基板の上に配置される複数のポリＳｉゲートを備える構造物を準備する工程、
　前記ポリＳｉゲートおよび前記半導体基板を備える前記構造物の上にシリサイド金属を
堆積する工程、
　各ポリＳｉゲートの間に凹形のリフロー材料を形成する工程、
　エッチングプロセスを用いて前記ポリＳｉゲートのそれぞれの上からシリサイド金属を
選択除去して前記ポリＳｉゲートのそれぞれの上部表面を露出させる工程であって、前記
エッチングプロセスは前記ポリＳｉゲートをエッチングせず、これによって、前記エッチ
ングプロセスによって形成される前記露出されるポリＳｉゲートは実質的に同じ高さを有
する工程、
　前記凹形のリフロー材料を除去する工程、および
　前記構造物をアニールし、これによって、前記ポリＳｉゲートのそれぞれの間にシリサ
イド接点領域を形成する工程
を含む方法。
【請求項２１】
　前記凹形のリフロー材料は、反射防止コーティングまたはスピンオン誘電体を含む、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記凹形のリフロー材料を形成する工程は、堆積およびオプションのエッチングを含む
、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記シリサイド金属を除去する工程は、硫酸／過酸化水素溶液を用いるウェットエッチ
ングプロセスを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　ＳｉＯ２およびＳｉ３Ｎ４を含むキャッピング二層を堆積し、平坦化させることによっ
て金属シリサイドゲートを形成する工程、オプションのウェットエッチングプロセスを実
行してＳｉＯ２を除去する工程、選択ＲＩＥプロセスを実行して前記ゲートの上のＳｉ３

Ｎ４を除去する工程、前記ゲート上にシリサイド金属を形成する工程、およびサリサイド
プロセスを実行する工程をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　シリサイド接点を有するＣＭＯＳ構造物を形成する方法であって、
　半導体基板の上に配置される複数のポリＳｉゲートを備える構造物を準備する工程、
　前記ポリＳｉゲートおよび前記半導体基板を備える前記構造物の上に金属層およびキャ
ッピング層を備える二層を形成する工程、
　前記半導体基板上に平坦化材料を形成する工程、
　各ポリＳｉゲートの上で前記金属層を露出させる工程、
　エッチングプロセスを利用することによって、各ポリＳｉゲートの上から前記金属層を
選択除去して前記ポリＳｉゲートのそれぞれの上部表面を露出させる工程であって、前記
エッチングプロセスは前記ポリＳｉゲートをエッチングせず、これによって、前記エッチ
ングプロセスによって形成される前記ポリＳｉゲートは実質的に同じ高さを有する工程、
　前記平坦化材料を除去する工程、および
　前記構造物をアニールし、これによって、前記ポリＳｉゲートのそれぞれの間にシリサ
イド接点領域を形成する工程
を含む方法。
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